GD 175, 2 GD 175 TETE

electronic

Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11811 fir 48-V-Schalter-
anwendungen, fiir Niederfrequenz-Leistungsverstdrker und als Pdrchen in Gegentaktend-
stufen bei Spitzenspannungen bis zu 50 V.
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Masse ca. 7,5 g 9 2
Wdrmewiderstand Rinje = 7.5grd/W
Grenzwerte; giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso = 50V
Kollektor-Emitter-Spannung ~Ucer = 48V
Rge == 50 £
Kollektor-Emitter-Spannung -Uces = 50V
Emitter-Basis-Spannung -Ugso = 10V
Gesamtverlustleistung Pv = 53W
Kollektorstrom -le = 3,0A
Emitterstrom le = 3,6A
Basisstrom -is = 0,6 A
Sperrschichttemperatur i = -}-85°C

Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C
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electronic

GD 175, 2GD 175

Statische Kennwerte

Kollektor-Basis-Reststrom

~Uce = 6V
Kollektor-Emitter-Reststrom
~Uce = 48V

Kollektor-Reststrom

bei gesperrter Emitterdiode

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

-Ues = 1V

-Uce = 20V

-Is = 0,5A

-lc = 3 A
Basis-Emitter-Spannung
-Uce =6V

-l¢ = 0,2 A
Basis-Emitter-Spannung
-Uce = 2V

-lg = 1,5A
Kollektor-Basis-Stromverhdltnis
-Uce = 2V

-Ic = 1,5A
~Uce = 6V

-Ic = 1,5A

hoie-Verhaltnis

~Uece
-le
'!C

(i

2V
1.5A
02A

Min.
-lceo
-lees
"CEV
-Ucesat
-Use
-Uee
hose 18
28
45
hz1e 30
haie (0-5 A)
0,5
heie (1,5 A)

Typ
20 uA

300 uA

100 A

03V

035V

0,75V

« Max.
50 pA

1000 pA

1000 uA

06V

05V

1,0V

35
56
90

Stromverstarkungs-

gruppe

Ow >
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GD 175, 2GD 175

Paarigkeitsbedingungen

Verhdltnis der Basisstréme

bei

-Uce = 6V
-le = 0,2A
und

-Uce =2V
-le = 3A
Verhd&ltnis der Basis-Emitter-
spannungen

bei

-Uce = 2V
-le = 3A

Dynamischer Kennwert

Ubergangsfrequenz
-Uce = 6V
-le = 0,3A

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

der Stromverstdrkungsgruppe A

Bestellbeispiel fiir ein Transistorpaar

der Stromverstérkungsgruppe A

I 1
laz

Upe1
Use2

fr

Min. Typ Max.

0,833 1.2

0,833 1.2

180 kHz 250 kHz
220 kHz 300 kHz
250 kHz 350 kHz

nw>» Stromverstarkungs-
gruppe

Transistor GD 175 A

Transistorpaar 2 GD 175 A
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